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N-Kanal-Silizium-Epitaxial-Planar-Felde ffekt-Transistor 2N3824

Symmetrischer Aufbau

Fiir Anwendung als schneller Schalter und Chopper
Kleiner rasion): < 250 Q

Kleiner lpgem: < 0,1 nA

Kleine Rickwirkungskapazitét (Ciss): < 3 pF

Mechanische Daten*

MaBa in mm TO=72
5,08 bis 4,32

0,48 bis 0,41 @
——

5,84 bis 5,31 @
4,96 bis 453 @
Do

12,7 min

TO-72 Abmessung wie TO-18, aber mit 4 AnschluBdrihten

Absolute Grenzwerte®

Drain-Gate-Spannung S0V
Drain-Source-Spannung +50V
Gate-Source-Sperrspannung —50 V

Gate-FluBstrom 10 mA
Dauververlustleistung bei (oder unter) 26 °C Umgebungstemperatur (Bam. 1) 300 mw

Lagerungstemperatur —65 °C bis +200°C
Drahttermperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehéuse fir 10 s 300 °C

Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung auf 175 °C Ty mit 2 mW/°C.

* JEDEC registriert,
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Elektrische Kennwerte® bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen®** min max  Einh.

Usrjass Gate-Source-Sperrspannung lg = —1pA, Upzs=20 &0 Y

lass Gate-Reststrom Ugg==30V, Upg =0 —0,1  nA
Ugg = —30V, Ups = 0, Ty = 160°C =01 A

IDarn Drain-Sperrstrom Upgs =15V, Ugg=—8Y 0,1 na
Ups =15V, Ugs=—8YV, Tgp=150°C 0,1 e

I dafon) Dynamischer-Drain-Source- Ugs = 0, D=0, f=1kHz 250 Q

DurchlaBwiderstand
Ci1s KurzschluB-Eingangskapazitat Upg=16Y, Ugs=10, f=1MHz [{] pF
—Cis KurzschluB-Rickwirkungskapazitat Ugs=—8Y, Upg=10, f=1MHz 3 pF

*  JEDEC ragistriert.

#+ Der vierte AnschluB (Gehduse) ist fir alle Messungen mit Source zu verbinden.
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